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研究背景： 抵抗変化型メモリ（ReRAM）は金属の間に絶縁層を挟んだシンプルな構造の不揮発

性デバイスである。近年、その抵抗を制御することで 2 値動作だけでなく、多値動作への応用も

期待されている。また抵抗を離散的ではなくアナログ的に制御することで更なる応用ができる。

本研究では MoOxを絶縁層として用いた ReRAM デバイス

のアナログ的抵抗制御について検討した。 

デバイス作製： MOSFETのドレイン上に Al-Si電極パッド

を形成した。SiO2 層間絶縁層を堆積した後ビアホールを形

成した。Al-Si電極表面を O2プラズマで酸化した後、その上

にMoOx 20nm, Cu 30nm, Pt 100nmをスパッタにより堆積す

る事で、ReRAMを作製した(Fig. 1)。MOSFETのゲート電

圧 Vgを変える事で Compliance電流の制御が可能である。 

実験結果： アナログ的基礎動作を確認のため、Forming と

RESETの後、ゲート電圧変化に対するSET時の抵抗値(LRS)

をまとめた[Fig. 2(a)]。ここでは I-V Sweepにおいて RESET動作後、異なる Vgの下で SETを行っ

ている。ゲート電圧の増加により、Compliance 電流が大きくなり、Filament も太くなるので抵抗

値がほぼ単調に下がる傾向にあると考えられる。しかし抵抗値には揺らぎが見られる。そのため

本研究では、目標の抵抗値を決め Verify 操作によって抵抗の制御を試みた[Fig. 2(b)]。Verify は、

毎回 RESET を行った後、抵抗を下げたい場合はゲート電圧を大きくし、抵抗を上げたい場合は

ゲート電圧を小さくして SET操作を行う事により行った。目標抵抗値は 6.666kΩ、誤差の許容範

囲は±100Ωである。6回の verifyにより目標の抵抗値に制御できた(6.748k)。詳細な検討の結果、

揺らぎの効果が大きくなるため、目標値に近づいた後は Vgを変更せずに繰り返す手法が良いこと

がわかった。 

結論： MoOx ReRAM

のアナログ的抵抗可

変特性について検討

した。I-V Sweepでゲ

ート電圧を変化する

ことで抵抗制御が可

能なことを示した。 
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Fig.1 Schematic of MoOx ReRAM 
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Fig.2 (a) Vg-dependence of LRS. (b) Result of verify operation 
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